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1.背景  

REBa2Cu3Oy (REBCO)薄膜は、高い臨界電流
密度(Jc)を有し、また、マイクロ波特性の一つ
である表面抵抗(Rs)が低いことが知られている。
高 Jcは高い入力電力を、低 Rs は高い Q 値を実
現できるため、NMR 用 RF コイルの高感度化
に適した材料であると考えられている 1)。しか
し、NMR 用 RF コイルは強磁場中(10 T 以上)
で使用されるため、Jc および Rs が著しく劣化
する。そのため、REBCO 薄膜を用いた、高感
度 NMR 用 RF コイルは実用化されていない。 
我 々 は 、 Trifluoroacetate metal organic 

deposition (TFA-MOD) 法 を 用 い た 
(Y0.77Gd0.23)Ba2Cu3Oy [(Y,Gd)BCO]薄膜におい
て、自己磁場中で高い Jcおよび低い Rsを報告
してきた 2)。 
 本研究では、磁場印加による Jc および Rs劣
化の抑制に向け、人工ピンとして BaZrO3ナノ
粒子を(Y,Gd)BCO 薄膜に導入し、人工ピンが超
伝導特性、特にマイクロ波帯における特性への
影響を検討した。 
 
2.実験方法  

TFA-MOD法を用いて、25mm角CeO2/R-Al2O3

基板上に BaZrO3 ナノ粒子の導入量を 0 ~ 
12vol.%と変えた(Y,Gd)BCO薄膜を作製した。
それぞれの薄膜は同条件で作製し、膜厚は約
200 nmである。作製した薄膜のJcは直流四端子
法および誘導法を、Rsは誘電体共振器法を用い
て測定した。 
 
3. 結果  
 Fig.1にBaZrO3ナノ粒子を導入した25mm角
(Y,Gd)BCO薄膜の外観を示す。黒色をし、全体
にわたり(Y,Gd)BCOが成長していることがわ
かった。XRD測定からBaZrO3導入による結晶
性への影響がないことがわかった。Fig.2(a)に
示すように、BaZrO3導入により磁場中Jcが向上
していることがわかり、これは従来報告と同様
である。Fig.2(b)に示すように、BaZrO3導入に
より磁場中Rsが低下していることがわかる。こ
の値は、市販REBCO薄膜の半分の値である。 
 TFA-MOD法で作製したBaZrO3導入REBCO
薄膜は、NMR用RFコイルの薄膜材料として、
有望であると考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. A photograph of the (Y,Gd)BCO thin film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. The magnetic field dependence of (a) Jc and 

(b) Rs for pure and +12BZO (Y,Gd)BCO films. 
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